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簡 
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    本研究將兩種不同特性的陶瓷薄膜，製作出具有整流特性的陶瓷薄膜二極體。實驗以反應式磁控濺鍍，調控具有

p-type 特性的 Cu2O/Cu4O3薄膜及 n-type 的特性的 TiO2薄膜。採用黃光微影製程的方式，製作截面積為 400μm x 700μ

m 的異質介面二極體。並測試元件的 IV 曲線後加以探討元件的整流特性。 
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1. 本實驗成功的以反應式磁控濺鍍法及黃光微影製程技術，製作出具有整流特性且良率高的陶瓷薄膜二極體。 

2. 我們藉由理想二極體之方程式模擬出二極體特性，並藉由 N-p 接面串聯一蕭基介面及串聯電阻與本實驗陶瓷薄膜二

極體特性進行模擬比對分析，結果相符合。 

3. 我們利用陶瓷薄膜二極體的串聯及反向並聯的特性，可調控二極體的工作電壓，未來可應用於低電壓保護元件。 

 

薄膜二極體結構分析 

元件製作流程 

(1)濺鍍下電極 

(5)濺鍍 TiO2 
(3)濺鍍 Cu 凸塊 

(1)濺鍍下電極 

(9)蝕刻上電極 

(1)濺鍍下電極 

(4)蝕刻 Cu 凸塊 

(1)濺鍍下電極 

(6)濺鍍 Cu4O3 (7)濺鍍上電極 

(1)濺鍍下電極 

(8)Lift Off Cu 凸塊 

(1)濺鍍下電極 

(2)蝕刻下電極 

(1)濺鍍下電極 

黃光微影流程 

3mm×1.5mm 

圖七下電極光罩 

圖九 凸塊光罩 圖十 Lift Off 光罩 

圖八 上電極光罩 

二極體 IV 測試 材料結構及電性分析 

圖二 ＦＥ-ＳＥＭ 

圖三 四點探針 

圖一 ＸＲＤ 

元件光罩製作 

圖十一 旋轉塗佈機 圖十二 烘箱 

圖十三 蝕刻槽 

薄膜二極體電性分析 

圖十四 不同氧含量 TiO2 XRD 分析 

圖十五 不同氧含量氧化亞銅 XRD 分析 

圖十六 不同氧含量 TiO2 霍爾電壓測試 

圖十七 不同氧含量氧化亞銅霍爾電壓測試 

IV 曲線模擬 薄膜二極體串並聯 

 

圖六 二極體量測系統 

薄膜濺鍍系統 

圖五 反應式磁控濺鍍

機 

圖十二 曝光機 

厚度 553.1nm 

厚度 

303.4nm 

圖十九 陶瓷薄膜二極體IV曲線
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圖十八  IV 曲線模擬
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圖二十 陶瓷薄膜二極體串聯 IV 曲線

圖 

圖二十一 陶瓷薄膜二極體反向並串聯曲線

圖 

圖四 霍爾效應量測 


